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Lignes1a6:

HEMS « CIE « 2098 g

Ligne 1 : motifs d’alighement
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Niveau 1
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Ligne1:

barreau : 620um — Iargeur 20um;

Taille des plots de métal : 100um*100um

Numéros des niveaux de masque :

1 DIFFusion, 2 POLY(Silicium xCristallin), 3 METal (Aluminium), 4 gravure Face ARriére

Ligne 2:

Diode 200*200um de grande surface et petit périmeétre ; diode de grande surface et de grand périmétre :
340pum*20um ; 8*190um*20um ; 20um*155um
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Transistors MOS W=100um, |=12; 10; 6; 4; 2um

Transistors MOS W=30um, |=6; 4; 2um
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Transistor MOS W=10um, I=6; 4; 2um

Membranes :
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Membranes 2000*2000um; 1000*1000pum; 500*500pum; 250%250pum
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Jauges sur membrane carrée de 3466*3466um
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Zones Diff 1207 20um

Zope DIff 240%20um
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Zone Diff 240*20um
20*120um : \
20*120pm




Membrane de droite:

Zone Diff 240*20um

20*120pm 20*120pm
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